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TIS41
N-Kanal-Epitaxial-Silizium-Planar-Felde ffekt-Transistor

Symmetrischer N-Kanal-Feldeffekt-Transistor fiir sehr schnelle
Kommutatoren und Chopper-Anwendung

Niedriger rasion): max 25 Q2
Niedriger lp otn: max 0,5 nA
Niedrige Drain-Gate-Kapazitét (Ciss): max 8 pF

Mechanische Daten
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Dwr Ecflekior 151 mit dem Gehbuse slakirisch werbund:

Absolute Grenzwerte

Drain-Gate Spannung aov

Drain-Source Spannung +30V

Gate-Source Spannung in Sperrichtung =30V

Gate-Strom in DurchlaBrichtung 50 mA
Dauer-Verlustleistung bei (od. darunter) Ty = 26°C (Bem. 1) 360 mW
Lagerungs-Temperaturberaich —65°C bis +200°C
Temparatur der Anschllsse 1,6 mm vom Geh#use (10 s Dauer) 300°C
Bemerkung:

1. Lineare Abnahme bis Ty = 175°C mit 2,4 mW/°C.
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Elektrische Kennwerte bei Ty = 25°C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Priifbedingungen min typ max Einh.

Uier)ass Gate-Source Durchbruchspannung lg = —1 pA, Ups =0 —a0 W

lgss Gate-Sparrstrom Ugg = =20V, Ups =0 —0,2 nA
Ugs = —20 ¥, Ups = 0, —02  pA
Tu=180°C

Inas Drrainstrom Ups =15V, Ugg=0 80 ma
(Bem. 2)

|13 (it} Pinch-efi-Drainstrom Ups =15V, Ugs——10V 0,5 nA
Upg =15V, Ugs=—10V, 05 s
Ty = 150°C

Fds{on) Dyn. Drain-Source- Ugs = 0, Ip =0, 17 25 Q

DurchlaBwidarstand f=1kHz

Ci1s Eingangskapazitit Ugs = —10¥, Ups = 0, 18 pF
f=1MHz

—Cios Rilckwirkungskapazitat Ugs = —10V, Ups = 0, a pF
f=1MHz

Bemerkung:

2. Impulsmessung: tp /2 100 ms, Tastverhéltnis = 1005,
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